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【はじめに】近年のデータセンターの高速化と規模の拡大に伴い、光トランシーバーと呼ばれる光接

続部品は、400Gb/s が実用化フェーズに入り(1)、シリコンフォトニクス市場が急拡大(2)している。特

に、シリコンを用いた光導波路部品は、加工精度が 10nm 以下、大きさが数 100𝜇m の構造を作りこむ

ため、ドライエッチングと呼ばれる手法で加工される。このプロセスでは、図１に示すように、エッチ

ングマスクと呼ばれるエッチングガスに対する耐性の高い材料の選定が、非常に重要となる。 

【実験】エッチングマスク材料として、SAMCO 社製 TEOS-CVD 装置成膜された SiO2 と、米国

Anric	Technologies社製の型式 AT − 400の ALD装置で成膜された Al2O3 をマスク材料として用いた。

ガスエッチングは、SAMCO 社製の型式 NL200 の反応性イオンエッチング(RIE: Reactive Ion Etching)装

置を用いた。図２に、SF6 ガスに対するエッチング時間とエッチング量の関係を示す。エッチング条件

は、SF6流量：40sccm、真空度：4.5Pa、RF パワー：80W である。エッチングの選択比を、表 1 に示す。

シリコンに対するエッチング選択比が、SiO2では 40 に対し、Al2O3では 1000 と 25 倍の大きな値が得

られている。20 分エッチング後の AFM 像を図４に示す。エッチング後も平坦な表面を維持している。 

【まとめ】ALD 法 Al2O3はマスク材料として高い性能を有し、シリコン導波路への適用が期待される。 
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